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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Фізичні процеси в ультраширокозонних оксидних матеріалах для енергозберігаючих технологій

Назва роботи англійською:
Physical processes in ultra-wide bandgap oxide materials for energy-saving technologies

Реферат українською:
 Синтезовано широкозонні галійвмісні оксиди β-Ga2O3,AGa2O4 (A=Ba, Mg), як номінально чисті, так і
активовані іонами перехідних металів (Cr, Mn) та рідкісноземельних елементів (Eu). Визначено їхні основні
структурні та фізичні параметри. З використанням механічного синтезу отримані нанокристали β-Ga2O3, які
охарактеризовані методами XRD, SEM, EDX, AFM та люмінесцентної спектроскопії. Вивчено спектрально-
кінетичні характеристики моно- та полікристалів твердих розчинів β-Ga2O3-In2O3 та β-Ga2O3-Al2O3,
активованих Cr3+ та Mn4+. Запропоновано моделі центрів свічення іонів марганцю. Показано, що в оксидах
на основі β-Ga2O3,донори та акцептори утворюються власними дефектами (Gai, VGa, VGaVO) та легуючими
домішками (Mg2+, Ca2+, Zr4+, Cr3+). Атмосфера синтезу (O2, Ar) та тип домішки визначає електричні
властивості зразків. Досліджено спектри фотопровідності β-Ga2O3 та β-Ga2O3-In2O3 в діапазоні довжин хвиль
230-800 нм. Проаналізовано кореляції між спектрами поглинання та фотопровідності в УФ ділянці спектру.

Реферат англійською:
Wide-bandgap gallium-containing oxides β-Ga2O3,AGa2O4(A=Ba, Mg), both nominally pure and activated with ions
of transition metals (Cr, Mn) and rare-earth elements (Eu), were synthesized. Their main structural and physical
parameters were determined. β-Ga2O3 nanocrystals were obtained using mechanical synthesis and characterized
by XRD, SEM, EDX, AFM, and luminescence spectroscopy. The spectral and kinetic characteristics of single and
polycrystals of β-Ga2O3-In2O3 and β-Ga2O3-Al2O3 solid solutions, activated with Cr3+ and Mn4+, were studied.
Models of the luminescence centers of manganese ions were proposed. It was shown that in oxides based on β-
Ga2O3, donors and acceptors are formed by intrinsic defects (Gai, VGa, VGaVO) and doping impurities (Mg2+,
Ca2+, Zr4+, Cr3+). The synthesis atmosphere (O2, Ar) and the impurity type determine the electrical properties of
the samples. The photoconductivity spectra of β-Ga2O3 and β-Ga2O3-In2O3 in the 230-800 nm wavelength range
were studied. The correlations between the absorption and photoconductivity spectra in the UV spectral region
were analyzed.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Мікроманіпулятор предметного столика мікроскопа

Назва НТП англійською: Method of the modification of surface of magnetite nanoparticles

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Вироби технічні

Галузь застосування: Дослідження і розробки в галузі природничих наук

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Мікроманіпулятор предметного столика мікроскопа, що містить нерухому основу та рухливий
столик, при цьому нерухома основа виконана у вигляді П- подібної платформи, між протилежними
сторонами якої розміщено дві напрямні, між якими на підшипниках встановлено гвинт Y- переміщення,
напрямні та гвинт оснащені рухомою Н – подібною деталлю із закріпленою гайкою, протилежні сторони Н-
подібної деталі з’єднані між собою парою напрямних, між якими на підшипниках встановлено гвинт Х-
переміщення, між напрямними та гвинтом Х-переміщення встановлено рухливий столик з гайкою, кожен
гвинт переміщення через муфту з’єднаний зі своїм кроковим двигуном із редуктором, який кріпиться до
планки під’єднаної до П-подібної основи та Н – подібної деталі відповідно. Використання крокових двигунів
з вмонтованими редукторами, дає змогу зменшити крок переміщення рухомої частини предметного столика
в двох координатних напрямах.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
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